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【はじめに】Ga2O3 は、SiC、GaN の数倍のバ

リガ指数を有し、パワーデバイス材料として大

きな期待を集めている。一方、Ga2O3の熱伝導

率（0.1 W/cm・K）は SiC、GaNと比較して１

桁低く、ハイパワー動作時に自己発熱によるデ

バイス性能と信頼性の劣化が懸念されている。       

本研究では、表面活性化接合(SAB)法［１、

２］を用いて常温で Ga2O3を高熱伝導率を有す

る SiC（4.9 W/cm・K）と直接接合し、接合界

面の特性評価を通して、低熱伝導率に伴う

Ga2O3の放熱問題を解決する糸口を探索する。 

【実験方法】Si (111) 基板上に結晶成長した 

3C-SiC 薄膜 (1μm)と Ga2O3 (001) 基板を SAB 

法を用いて常温で接合し、機械研磨と選択エッ

チングを用いて Si 基板を除去した。集束イオ

ンビーム（FIB）により透過型電子顕微鏡

（TEM）試料を作製し、接合界面のナノ構造

を評価した。 

【実験結果】 Ga2O3/SiC 接合界面の断面 TEM

像を図１に示す。厚み約２ nmの SiCと Ga2O3

からなる結晶欠陥層が観察された。これは試料

表面の活性化に用いた Ar照射の影響と考えら

れる。SiC と Ga2O3の結晶欠陥層の厚みはそれ

ぞれ約１nm である。接合界面に機械的な破損

や空洞などは観察されず、常温で Ga2O3と SiC

の直接接合に成功したと判断される。更に、Si

基板の除去プロセス中に接合界面の剥離が確

認されなかったことから、本接合の半導体デバ

イス作製プロセスへの適応可能性が実証され

た。 

 

Fig. 1 Cross-sectional TEM image of the 

Ga2O3/SiC bonding interface 
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